
P2 2025.1 Dispositivos Eletrônicos Prof. Marcelo Perotoni Considere vbe e tensão do diodo ON
como 0.7

[1] (a) O circuito opera no ponto quiescente apresentado na curva à direita. Ache a corrente de dreno e VDS quiescentes.
Considere o dispositivo ENMOS saturado, e ID = k(VGS − Vth)2. (b) Considerando o circuito operando como common
source (fonte comum), desenhe o modelo de pequenos sinais e calcule as impedâncias de entrada Zi e sáıda Zo. (c) Calcule a
transcondutâncoa gm = 2k(VGS − Vth) e o ganho de tensão Av.

[2] (a) Calcule a expressão do ganho de tensão Av = vout/vin, após desenhar o modelo de pequenos sinais do amplificador.
(b) Calcule a impedância de entrada Zin, de acordo com as regras de Circuitos para fontes controladas.

[3] (a) Projete o amplificador a JFET para operar com ganho de tensão Av = 10 e com VGSq = Vp/3. Lembre que para o

JFET ID = IDSS(1 − VGSq

Vp
)2 e gm = 2IDSS

|Vp| (1 − VGSq

Vp
). Considere o rd no ganho!
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[4] (a) Calcule a corrente no resistor R1=1K, denominada IREF . (b) Considerando β = 120, calcule a corrente IL no resistor
RL, levando em consideração o erro introduzido pelas correntes de base IB . (c) Calcule o valor de RL máximo posśıvel de ser
utilizado, onde o transistor da direita satura (i.e. com VCE nulo).

2






	84361a0f01c213992b5a548fdbe9ae93fdf94755caecc7d10e1ad95366b3de83.pdf
	81627ba8cec00e7069e532a2bc9fbc316b27b30396eed4c7e7be49f9902ce7fd.pdf

